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FTIR, EPR, ICP, RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa,
wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencija, DLTS, PITS,
mikroskopia optyczna i elektronowa; charakteryzacja podzespotow
elektronicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i
szumow).

Main S&R activities: research and development, semiconductor materials
(Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP); electrooptical and piezoelectrical materials
(YAG, CaF,, LiNbO,, LiTaO,, quarz); substrate materials for high-

temperatures superconductors ceramic materials (based on AlQ, and
ZrQ,), glasses for optical telecommunication, composite materials; pastes
(conducting, insulating, resistive), pure metals, inorganic compounds and
solvents; semiconductor microwave and optoelectronic devices (MESFET
transistors, Schottky diodes), lasers, photodetectors monolithic microwave
integrated circuits, acoustic surface wave filters.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr Jarostaw Gaca
Instytut Technologii Materialow Elektronicznych
Zaklad Badan Strukturalnych

Promotor:  prof.dr hab. Jan Przedmojski
Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Lefeld-Sosnowska
Uniwersytet Warszawski, InstytutFizyki Doswiadczalnej
doc.dr hab. Bogdan Patosz
PAN Centrum Badan Wysokoci$nieniowych

Stopiefi doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki zostal nadany w dniu
24.11.1998 r. w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej

Tytul rozprawy: Analiza profilu rentgenowskiego widma dyfrakcyjnego w
przypadku jednowymiarowej modulacji skladu chemicznego

W pracy zostata rozwinigta kinematyczna teoria dyfrakcji promieni X w zasto-
sowaniu do potprzewodnikowych krysztaléw o modulowanym skladzie chemicz-
nym, ze szczegélnym uwzgl¢dnieniem sytuacji, w ktorej wektor falowy fali modu-
lacji sktadu chemicznego nie jest rownolegly do kierunku wzrostu supersieci.

Wyprowadzono wyrazenia opisujace amplitude i nat¢zenie wigzki odbitej od
krysztatu modulowanego w funkcji wektora przestrzeni odwrotnej, w przypad-
kach, gdy jego zakres zmiennosci obejmuje jedno lub dwuwymiarowa podprze-
strzef przestrzeni odwrotnej.

Opracowano wilasne programy komputerowe umozliwiajace symulacj¢ rent-
genowskich profili dyfrakcyjnych. Sa one tak skonstruowane, w odrdéznieniu od
dostepnych komercyjnych programéw symulacyjnych, ze sktad chemiczny jest za-
dawany przez dwie niezalezne fale modulacji o dowolnym ksztalcie.

Wymienione powyzej osiagni¢cia stanowia, zgodnie z rozeznaniem literaturo-
wym autora, element nowoSci zawarty w niniejszej pracy.

W trakcie poszukiwania optymalnego dopasowania teoretycznego profilu dy-
frakcyjnego do profilu eksperymentalnego mozna zmienia¢ skfad chemiczny na
pojedynczej plaszczyznie atomowej, uwzglednia¢ naprezenia wynikajace z dopa-
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sowania wzajemnego warstw o réznym skladzie chemicznym i catej supersieci do
podtoza, zmieniaé ksztalt i dhugos¢ fal modulacji w glab krysztatu.

W celu zbadania wplywu ksztattu i amplitudy fal modulacji oraz stopnia kohe-
rencji na rentgenowski profil dyfrakcyjny, przeprowadzono szereg symulacji.

Stwierdzono, ze profile dyfrakcyjne charakteryzuja sie¢ wystgpowaniem wielu
reflekséw satelitarnych lezacych po obu stronach refleksu zerowego. Polozenie i
intensywnos$¢ refleksu zerowego charakteryzuje usrednione w glab krysztatu wia-
snoéci strukturalne supersieci. Potozenie i intensywno$¢ refleksow satelitarnych
jest zwigzana z ksztaltem i dtugoscia fal modulacji sktadu chemicznego i ewentu-
alnymi napr¢zeniami koherentnymi. Refleksy satelitarne niskich rzedéw daja in-
formacje o ogdlnym ksztalcie fal modulacji, podczas gdy refleksy wyzszych rze-
déw informuja o szczegoétach takich jak np. ksztalt interfejsow.

Zastosowano uktad pomiarowy, ktéry optymalizowat czas potrzebny na wyko-
nanie pomiaru i doktadno$¢ uzyskiwanych wynikow. Kontrolowano poprawnos¢
pomiaru intensywnosci, wykonujac mapy obszaréw sieci odwrotnej w poblizu re-
flekséw satelitarnych. Taka metoda pomiarowa pozwolita na rejestracj¢ duzej ilo-
Sci refleksow satelitarnych dla kazdej probki w optymalnym czasie oraz minimali-
zacje btedu pomiaru.

Prezentowany w niniejszej pracy material badawczy sktadat si¢ z rentgenow-
skich profili dyfrakcyjnych krysztatléw modulowanych wytworzonych w Instytucie
Technologii Materiatéw Elektronicznych metoda chemicznego osadzania par zwiaz-
kow metaloorganicznych (MOCVD).

Dla krysztatéw, ktére w sposdb znaczacy roznily si¢ zatlozonymi technologicz-
nymi parametrami wzrostu, wykonano dopasowanie teoretycznych profili dyfrak-
cyjnych do profili eksperymentalnych uzyskujac zadowalajaca zgodno$¢, czyli pet-
ng zgodnos¢ dla refleksow niskich rz¢gdéw przy minimalnej rozbieznosci dla nie-
ktorych refleksow satelitarnych wyzszych rzgdéw. Wyznaczono ksztatt fal modula-
cji sktadu chemicznego badanych krysztatow.

Nalezy podkreslié, ze ceng za doktadno$¢ okreslenia sktadu chemicznego i
napre¢zen jest dlugotrwate dobieranie wartosci parametréw, ktore mozna zmie-
nia¢ w procesie dopasowania profilu teoretycznego do eksperymentalnego. Dla-
tego tez nalezy wykorzysta¢ wszelkie dost¢gpne dodatkowe informacje, mogace
ograniczy¢ liczb¢ parametrow lub zakres ich zmiennosci.

Zastosowana metoda pomiarowa ukazuje szereg korzySci w stosunku do ta-
kich metod jak: wsteczne rozpraszanie Rutherforda, dyfrakcja elektronowa czy
elektronowa spektroskopia Augera, koszt zastosowanej aparatury jest znaczaco
nizszy, otrzymane wyniki sg doktadniejsze i otrzymuje si¢ je szybciej.
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dr Marek Wojcik
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
Zaklad Badan Strukturalnych

Promotor:  doc.dr hab. Antoni Adamczyk
Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki
Recenzenci: prof.dr hab. Maria Lefeld-Sosnowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki DoSwiadczalnej
doc.dr hab. Bronistaw Pura
Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki

Stopiefi doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki zostal nadany w dniu
24.11.1998 r. w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej

Tytut rozprawy: Wplyw obszaréw koherentnego rozpraszania w materia-
lach ze struktura modulowana na rentgenowskie widmo
dyfrakcyjne

W pracy zastosowano technike wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenow-
skiej i rozwini¢to kinematyczng teori¢ dyfrakcji do zbadania wplywu obszaréw
koherentnego rozpraszania na rentgenowski profil dyfrakcyjny krysztaléw z mo-
dulacja skfadu chemicznego.

Materiat doSwiadczalny zawiera obrazy dyfrakcyjne pétprzewodnikowych krysz-
taléw modulowanych (InGa)As/InP otrzymane za pomocg wysokorozdzielczego
dyfraktometru rentgenowskiego. Krysztaly wytworzone w Instytucie Technologii
Materialéw Elektronicznych metoda chemicznego osadzania par zwigzkéw meta-
loorganicznych (MOCVD) réznily si¢ parametrami wzrostu. Wyniki eksperymen-
talne zinterpretowano w oparciu o wnioski wynikajace z zaproponowanego mo-
delu nieidealnego krysztalu z modulacja sktadu chemicznego, opracowang meto-
de symulacyjng oraz wlasne procedury obliczeniowe.

Opracowano statystyczne modele rozktadéw: dlugosci fali modulacji sktadu
chemicznego, amplitud fal koncentracji i rozmiaréw interfejsow. Szczegétowo prze-
analizowano ich wplyw na rentgenowski obraz dyfrakcyjny.

Stosujac metode symulacyjng okre$lono i poréwnano realne struktury bada-
nych krysztalbw modulowanych.

Oceniono przydatno$¢ i zakres stosowalno$ci metody. Stwierdzono, ze pozwa-
la ona okresla¢ rozklady parametréw strukturalnych takich jak: dtugos$¢ fali mo-
dulacji sktadu chemicznego, koncentracji pierwiastka danego typu, amplitudy fali
koncentracji, rozmiaréw i skfadu chemicznego interfejsu, a w konsekwencji oce-
ni¢ lateralng doskonato$¢ heterostruktur i supersieci przy zastosowaniu nie nisz-
czace] techniki dyfrakcyjne;.
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dr Dorota Anna Pawlak
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
Zaktad Technologii Monokrysztatéw Tlenkowych

Promotor: dr hab. Krzysztof WozZniak
Uniwersytet Warszawski, Wydzial Chemii
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
prof. dr hab. Joanna Sadlej
Uniwersytet Warszawski, Wydzial Chemii

Stopien doktora nauk chemicznych w zakresie chemii zostal nadany w dniu
28.04.1999 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Tytul rozprawy: Wplyw domieszkowania na strukture granatu glinowo-itrowego

Celem pracy bylo scharakteryzowanie wplywu domieszkowania na strukture
krysztalu matrycy. Przedmiotem badan byly krysztaly granatéw, a gtéwnie krysz-
taly granatu glinowo-itrowego - YAG.

Korzystajac z danych krystalograficznych dla réznych granatéw, zawartych w
nieorganicznej bazie danych krystalograficznych, wykonano obliczenia statystycz-
ne (analiza korelacyjna, analiza czynnikowa, korelacje czastkowe), pokazujace
istote zaleznoSci pomi¢dzy parametrami geometrycznymi.

W celu zbadania wplywu zmiany stopnia utlenicnia domieszki na strukture
granatu, wykonano monokrysztaly YAG domicszkowane jonami Pr** o zalozo-
nych wiasciwosciach krystalograficznych. Po odpowicdnich obrébkach termicz-
nych struktura defektowa tych krysztaléw zostata zbadana metodami spektrosko-
pii optycznej oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

Wykonano pomiary za pomocg spektroskopii fotoelektronéw szeregu probek
krysztatéw z r6znymi domieszkami. Spektroskopia fotoelektronéw jest technika
czulg na zmiany chemiczne i strukturalne w otoczeniu obserwowanych jonéw
atoméw. Domieszkowanie powoduje migedzy innymi zmian¢ rozktadu gestosci
elektronowej w krysztale, co odzwierciedla si¢ w przesunigciach chemicznych ob-
serwowanych w widmach fotoelektronow.

Wskazano na mozliwo$¢ zastosowania techniki jgdrowego rezonansu magne-
tycznego (NMR) do badania zmian strukturalnych powodowanych domieszkowa-
niem.
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WYKAZ REALIZOWANYCH W 1998 R. PROJEKTOW
ZAMAWIANYCH - ZADAN

1. Diody laserowe duzej mocy i lasery z cialem stalym pompowane diodami lasero-
wymi. Opracowanie technologii wytwarzania materialéw i podzespotéw oraz
konstrukcji urzadzen laserowych.

Zad.1.2.

Zad.2.1.

Zad.2.2.

Zad.2.3.

Opracowanie technologii wytwarzania heterostruktur AlGaAs/
GaAs (810nm) typ MQW CRINCH oraz matryc diod lasero-
wych do pompowania laseréw ciata stalego domieszkowanych
Nd.

A.Kozlowska, W.Strupinski, L. Dobrzanski, M. Teodorczyk

Opracowanie technologii i charakteryzacji materiatow:
Nd:YAG (koncentracja 1,3+1,5%) Cr**:YAG.
T. Lukasiewicz

Opracowanie technologii i charakteryzacja cienkowarstwowych
struktur Nd:YAG/YAG.
J. Sarnecki

Opracowanie technologii i charakteryzacja widkien Swiatlowo-
dowych domieszkowanych Nd i Er.
R. Stegpien

2. Materialy potprzewodnikowe ze strukturami niskowymiarowymi dla elektroniki
i optoelektroniki.

Zad.2.

44

Wytwarzanie i charakteryzacja struktur materialéw pétprze-
wodnikowych III-V z fosforem. Wytwarzanie i charakteryzacja
testowych struktur przyrzadéw - laser6w potprzewodnikowych
(w tym VCSEL), diod tunelowych, detektor6w promieniowania
UV, Ui IR, tranzystoréw heterozitagczowych, HEMT, monoli-
tycznych obwodéw scalonych i innych.

L. Dobrzafiski
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WYKAZ UZYSKANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW ITME W 1998 R. PROJEK-
TOW BADAWCZYCH KBN (Konkursy XIV-XV)

1. Otrzymywanie trojwymiarowych dyfrakcyjnych elementéw optycznych za pomo-
ca elektronolitografii oraz badanie ich wtasnosci
A. Kowalik

2. Wykorzystanie TEGa jako Zrodla galu do wytwarzania struktur pétprzewodniko-
wych zawierajacych 6-warstwe domieszki Si, przy uzyciu metody MOCVD
K. Kosiel

3. Badania wplywu parametréw procesu wytwarzania na wlasciwosci elektryczne
stykow z kompozytu Ag-SnO, otrzymywanych metoda gazoimpulsowa
D. Wojcik-Grzybek

4. Badanie zjawisk deformacji i nadplastyczno$ci w tworzywach ceramicznych w
podwyzszonych temperaturach przy roznych rodzajach obcigzenia
M. Boniecki

5. Wplyw wielkoSci i typu naprezen w trdjsktadnikowych warstwach epitaksjalnych
In Ga,_As/InP otrzymywanych metoda MOCVD na parametry elektryczne tych
warstw

A. Jasik

6. Badanie stref przemiany fazowe;j i rozktadu naprezen wewngtrznych w ceramice
zawierajacej dwutlenek cyrkonu metodami spektroskopowymi
H. Tomaszewski

7. Struktura i wlasnoSci magnetyczne nanokrystalicznych stopéw na bazie zelaza
M. Kopcewicz

8. Badania nad optymalizacjg kontrastu i zdolnoSci rozdzielczej zintegrowanych
Swiattowodowych struktur obrazowodowych.
D. Pysz
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WYKAZ TEMATOW ZREALIZOWANYCH W 1998 R.: PRAC STATUTOWYCH
(s), PROJEKTOW BADAWCZYCH KBN (grant w toku - gt, grant zakonczony - g),
PROJEKTOW CELOWYCH (w toku - ct, zakoiczonych - ¢), PROJEKTOW ZA-
MAWIANYCH - ZADAN (w toku - zt) , PRAC WLASNYCH (w toku - wt, zakonczo-
nych - w), PRAC ZAMAWIANYCH (w toku - pzt)

ZWIAZKI POLPRZEWODNIKOWE A"BY I ICH ZASTOSOWANIA

1.

46

Badanie metoda elektronowego rezonansu spinowego defektow w azotku galu
powstajacych w procesie wzrostu i wygrzewania. (s)
M. Palczewska, R. Jablonski

Badanie niejednorodnosci materialowych obserwowanych w trakcie pracy lini-
jek diod laserowych wytworzonych na warstwach epitaksjalnych AlGaAs. (s)
A. Kozlowska

Badanie struktur defektowych w warstwach epitaksjalnych wielosktadnikowych
zwigzkow potprzewodnikowych A™MBY. (s)
A. Turos , A. Stonert, G. Gawlik, A. Zagojski

Badanie warunkow zgrzewania plytek podtozowych wybranych zwiazkéw A"'BY.
Kontynuacja badan rozpoczetych w 1997 r. (s)
A. Hruban, S. Strzelecka, A. Gtadki, W. Orfowski, E. Wegner, M. Gladysz,
F. Nosowska, W. Strupinski, M. Pawlowska

Diody laserowe duzej mocy i lasery z cialem stalym pompowane diodami lase-

rowymi. Opracowanie technologii wytwarzania materialow i podzespotow oraz

konstrukcji urzadzen laserowych. Zad.1.2. Opracowanie technologii wytwarza-

nia heterostruktur AlGaAs/GaAs (810 nm) typ MQW CRINCH oraz matryc

diod laserowych do pompowania laseréw ciata statego domieszkowanych Nd. (zt)
A. Koztowska, W.Strupinski, L. Dobrzanski, M. Teodorczyk

Kotowe siatki dyfrakcyjne dla laseréw emitujacych z powierzchni. (s)
K. Goéra, A. Kowalik

Komplementarne zastosowania rentgenowskiego rozpraszania dyfuzyjnego i re-
flektometrii do badania struktur defektowych warstw powierzchniowych i mono-
krystalicznych podtozy do epitaksji wielosktadnikowych zwiazkow III-V 1 GaN.
(s)

K. Mazur, J. Sass
Matematyczna obrébka widm PL w SI GaAs. (s)

A. Wnuk, B. Surma
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L

18.

19.

Materialy potprzewodnikowe ze strukturami niskowymiarowymi dla elektroni-
ki i optoelektroniki. Zad.2. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur materialéw
potprzewodnikowych III-V z fosforem. Wytwarzanie i charakteryzacja testowych
struktur przyrzadow - laseréw pétprzewodnikowych ( w tym VCSEL), diod tu-
nelowych, detektoréw promieniowania UV, V i IR, tranzystoréw heterozlaczo-
wych, HEMT, monolitycznych obwodéw scalonych i innych. (zt)

L. Dobrzanski

Metody oddzielania cienkich monokrystalicznych warstw GaAs od podtoza. (s)
G. Gawlik, K. Przyborowska, W. Strupinski, M. Pawtowska, A. Hruban,
J. Jagielski, J. Sass

Modulacja sktadu kanatu w strukturze tranzystorowej HEMT InP/InxGa, As.

(s)
A. Jasik, W. Strupinski, K. Kosiel

Monokrysztaly SI-GaAs o wysokiej ruchliwosci no$nikéw pradu. (s)
S. Strzelecka, W. Orlowski, A. Mirowska, E. Wegner, A. Hruban,
M. Gtadysz, M. Piersa,A. Materna, W. Dalecki, J. Budnik

Opracowanie nowej procedury analizy krzywych zaniku fotopradu dla metody
HRPITS. (s)
R. Koztowski, P. Kaminski

Opracowanie technologii cigcia i montazu struktur z azotku galu. (wt)
M. Teodorczyk

Opracowanie technologii otrzymywania struktury RTD (rezonansowej diody
tunelowej) przy wykorzystaniu MOVPE. (s)
K. Kosiel, A. Jasik, W. Strupinski

Otrzymywanie trojwymiarowych dyfrakcyjnych elementéw optycznych przy po-
mocy elektronolitografii oraz badanie ich wlasnosci. (gt)
A. Kowalik

Przeksztalcenia struktury defektowej warstw epitaksjalnych wielosktadnikowych
zwiazkow potprzewodnikowych A"BY w procesach implantacji jonéw i poim-
plantacyjnej obrobki termiczne;j. (gt)

W. Wierzchowski

Przygotowanie i rozruch technologiczny aparatury do otrzymywania monokrysz-
tatow i plytek GaP. (wt)
A. Hruban

Uruchomienie metody pomiaru magnetooporu struktur epitaksjalnych. (s)
M. Piersa, S. Strzelecka, M. Gladysz, E. Wegner
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20.

21.

22.

23,

24.

25,

26.

27.

28.

Kronika ITME

Wplyw wielkoSci i typu naprezen w trdjsktadnikowych warstwach epitaksjalnych
In Ga,_ As/InP otrzymywanych metodg MOCVD na parametry elektryczne tych
warstw. (g)

A. Jasik

Wplyw zasadowosci silnych kwaséw stosowanych w procesie polerowania pod-
fozy z monokrystalicznego InP na mikrochropowato$¢ i grubos¢ warstwy uszko-
dzonej uzyskiwanych powierzchni. (s)

A. Gladki, F. Nosowska, K. Mazur, J. Sass

Wydajna dioda $§wiecaca - przygotowanie podiozy do epitaksji i opracowanie
metod charakteryzacji warstw epitaksjalnych. (s)
M. Gladysz, S. Strzelecka, A. Hruban, A. Gtadki, E. Wegner, M. Piersa,
W. Dalecki

Wykonanie stanowiska z wielostrefowym urzadzeniem grzejnym do wzrostu
warstw GaN metoda epitaksji HVPE. (s)
A. Wagner , W. Strupinski

Wykorzystanie TEGa jako zZrdédta galu do wytwarzania struktur potprzewodni-
kowych zawierajacych 3-warstwe domieszki Si, przy uzyciu metody MOVPE. (g)
K. Kosiel

Wysokowydajna dioda $wiecaca. Opracowanie technologii wzrostu heterostruk-
tury AlGaAs/GaAs metoda MOCVD. (s)
W. Strupinski

Wysokowydajna dioda §wiecaca. Wstepne opracowanie technologii i konstruk-
cji przyrzadu. (s)

L. Dobrzanski, W. Strupinski, A. Hruban
Wyznaczenie skfadu chemicznego czterosktadnikowych warstw epitaksjalnych
InGaAsP na podktadzie InP lub GaAs. (s)

M. Wojcik, J. Gaca

Zmniejszenie rozbieznosci wigzki promieniowania diody laserowej w ptaszczyz-
nie prostopadtej do ziacza ponizej 15° poprzez optymalizacj¢ warunkow wzro-
stu epitaksjalnego MOCVD i konstrukcji heterostruktury laserowej typu
DBMQW (Double Barrier Multi Quantum Well). (g)

W. Strupinski, A. Malag

MONOKRYSTALICZNE MATERIALY TLENKOWE I ICH ZASTOSOWANIA

29. Badania nad otrzymywaniem krysztaléw ortowanadianéw do zastosowan w tech-
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nice laserowej. (gt)
W. Giersz
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30.

31

32.

38.

34.

35.

37.

38.

39.

Badania nad otrzymywaniem monokrysztatow LINbO, o orientacji "x" o Srednicy
76 mm. (s)
I. Pracka, M. Swirkowicz, J. Kisielewski, W. Hofman, T. Lukasiewicz,
Z. Galazka, A. Bajor, B. Kaczmarek, T. Telak

. Badania wplywu warunkéw polerowania i stosowanych materiatéw polerskich na

wlasciwosci optyczne i uzytkowe plytek CaF, i BaF,. (s)
M. Gatla, W. Hofman

Badanie defektow radiacyjnych w krysztatach SrLaGa,O, i BaLaGa,O, czystych
i domieszkowanych neodymem oraz w krysztatach YAG-u domieszkowanych
wanadem lub cerem. (s)

R. Jablonski, M. Palczewska

Badanie wplywu orientacji zarodzi ST na wieszaku autoklawu na pokrdj i jakos¢
krysztaléw romboedrycznych oraz optymalizacja hodowli monokrysztatow
Z0-90 (s).

E. Abgarowicz, P. Szymanski

Diody laserowe duzej mocy i lasery z cialem statym pompowane diodami lase-
rowymi. Opracowanie technologii wytwarzania materiatléw i podzespotéw oraz
konstrukcji urzadzen laserowych. Zad.2.1. Opracowanie technologii i charakte-
ryzacji materialéw: Nd:YAG (koncentracja 1,3+1,5%) Cr**:YAG. (zt)

T. Lukasiewicz

Diody laserowe duzej mocy i lasery z cialem statym pompowane diodami lase-
rowymi. Opracowanie technologii wytwarzania materiatéw i podzespotow oraz
konstrukgcji urzadzen laserowych. Zad.2.2. Opracowanie technologii i charakte-
ryzacja cienkowarstwowych struktur Nd:YAG/YAG. (zt)

J. Sarnecki

. Filtry zaporowe dla telewizji kablowej - projcktowanie i modele wstepne.(s)

W. Soluch, T. Wrobel, J. Hechner, B. Niewczas, M. Teodorczyk

Krystalizacja monokrysztalow SrLaAlO, i SrLaGaO, o Srednicy 1.5 cala i zba-
danie wplywu warunkow krystalizacji na ich morfologi¢ 1 defekty. (g)
A. Pajaczkowska, A. Klos, J. Kisielewski, A. Gloubokov, R. Jabtoniski, J.Sass

Metodyka kompensacji szkodliwych efektow destabilizujacych prace czujnikow
z akustyczng fala powierzchniowy. (g)
W. Soluch, J. Hechner, T. Wrobel

Monokrystaliczne bezzarodziowe podtoza kwarcowe o srednicy 100 mm do przy-
rzadow z fala powierzchniowa. Opracowanie technologii wytwarzania podtozy
kwarcowych o $rednicy 100 mm do przyrzadéw z fala powierzchniowa. (c)

E. Abgarowicz, W. Hofman
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

50

Kronika ITME

Obliczenie efektywnego wspétczynnika segregacji domieszki w krysztatach YAG
domieszkowanych jonami chromu oraz w krysztatach LiNbO, domieszkowanych
jonami miedzi - wedlug modelu Ostrogorskiego-Mullera w zaleznosci od para-
metréw wzrostu i potwierdzonego nast¢pnie do§wiadczalnie (szybkoSci wzrostu,
szybkosS¢ obrotow, Srednica krysztahu). (wt)

T. Lukasiewicz

Ocena wplywu obrébki polerowanych podtozy galanu neodymu (NGO) na glad-
ko§¢ powierzchni. (s)
H. Sakowska, W. Hofman, K. Mazur, J. Sass

Okreslenie warunkéw otrzymywania krysztaldow YAG domieszkowanych jona-
mi o zadanej walencyjnos$ci: Cr*t, V3+ Ce**, Pr**, Tb**, jako materiatu do za-
stosowan w technice laserowe;j. (gt)

Z. Frukacz

Opracowanie filtréw telewizyjnych z AFP zgodnych z wymaganiami duzych pro-
ducentéw odbiornikéw telewizyjnych. (ct)
E. Dabrowska

Opracowanie metody i wykonanie urzadzenia dla analizy dyspersji dwojtomnosci
w wielkogabarytowych pltytkach materiatéw optycznych. (g)
A. Bajor, L. Salbut, M. Le$niewski

Opracowanie metody zagospodarowania odpadowych monokrysztatéw kwarcu
oraz pozostalosci kwarcu poprocesowego (polikrystalicznego). (wt)
T. Lukasiewicz
Opracowanie warunkow wytwarzania plytek szafiru (Al,O,) do zastosowania
jako podtoze pod warstwy azotku galu (GaN). (s)
T. Lukasiewicz, J. Kisielewski, W. Hofman, B. Kaczmarek, J. Sass,
K. Mazur, A. Wagner, M. Swirkowicz, W. Szyrski

Technologia podtozy tlenkowych dopasowanych sieciowo do warstw GaN. (g)
Z. Yuczynski, J. Baranowski, T. Lukasiewicz

Wplyw domieszkowania na strukture¢ krysztaléw granatu. (s)
D. Pawlak, Z. Frukacz, J. Kisielewski, B. Kaczmarek

Wplyw metalizacji na parametry akustycznych fal powierzchniowych (AFP) i
pseudopowierzchniowych (AFPP). (s)

M. Lysakowska, W. Soluch, T. Wrobel
Wykonanie i zbadanie serii modelowych i prototypowych filtréw wizji i fonii o
podwyzszonych wymaganiach. (s)

E. Dabrowska, B. Niewczas, M. Teodorczyk



Kronika ITME

51. Wykonanie struktur siatkowych (DBR i DBF) na cienkich warstwach falowodo-
wych YAG w celu wykonania planarnego lasera dielektrycznego z rezonatorem
z roztozonym sprezeniem zwrotnym. (pzt)
L. Dobrzanski

52. Yttrium aluminium garnet doped with chromium and magnesium - reversible
change in chromium oxidation state. (g)
D. Pawlak, A. Ostrowski, J. Zachara

53. Zagadnienie emisji widzialnej w krysztatach YAG i YAP domieszkowanych jo-
nami Ho. (s)
M. Malinowski, Z. Frukacz, T. Lukasiewicz, J. Kisielewski, W. Szyrski,
A. Klos

KRZEM I JEGO ZASTOSOWANIA

54. Badania realnej struktury krzemowych struktur warstwowych za pomoca topo
grafii synchrotronowe;. (s)
W. Wierzchowski, G. Gawlik, M. Pawlowska, K. Wieteska

55.Badanie generacji defektow termicznych i radiacyjnych w wysokooporowych FZ
Si domieszkowanych tlenem. (s)
B. Surma, M. Mozdzonek, J. Btazewicz

56. Badanie odpornos$ci na radiacj¢ krzemu domieszkowanego gadolinem oraz
wstepne badania nad otrzymywaniem monokrysztatéw krzemu domieszkowane-
go Er. (s)
A. Bukowski, B. Surma, J. Blazewicz

57. Badanie proceséw planaryzacji plytek krzemowych. (s)
B. Piatkowski, T. Lasocka, Z. Gawrys, A. Skibinska

58. Badanie proceséw uzyskiwania materialow SOl metodami taczenia termiczne-
go (wafer bonding) i otrzymywania struktur SIMOX. (g)
A. Bukowski, G. Gawlik, P. Zabierowski, B. Piagtkowski, B. Surma,
M. Mozdzonek, M. Anzorge, J. Jagielski, M. Pawlowska, A. Zagojski,
B. Majkusiak, M. Janik, L. Lukasiak

59. Badanie procesu domieszkowania krzemu tlencm, weglem i cyna podczas mo-
nokrystalizacji beztyglowe;j. (s)
P. Zabierowski, B. Majerowski, Z. Luczynski
60. Badanie wzrostu monokrysztatow Si, Ge_z fazy cieklej i charakterystyka otrzy-

mywanego materiatu. (gt)
S. Warchot
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61. Detektory i emitery promieniowania podczerwonego wykonane metodami mi-
kromechaniki krzemowe;j. (s)
J. Piotrowski

62. Wstepne badania wlasnoSci krysztalow SiGe. (s)
J. Blazewicz, B. Surma, M. Mozdzonek, A. Wnuk

63. Wysokorezystywne warstwy epitaksjalne Si do detektoréw promieniowania. (s)
E. Nossarzewska-Ortowska, A. Brzozowski, D. Lipifiski, R. Koztowski,
H. Wodzinska, P. Sterczewski, B. Sorol

METALE I KOMPOZYTY METALOWE, CERAMIKA I KOMPOZYTY CERA-
MICZNE I ICH ZASTOSOWANIA

64. Badania nad degradacja wilasciwosci stykowych kompozytow Ag-SnO, i
Ag-ZnO, powodowana wyplywaniem czastek fazy tlenkowej na powierzchni¢
styku. (s)

K. Kaliszuk-Stankowiak, K. Bziawa, D. Wojcik-Grzybek, W. Bucholc,
K. Frydman, E. Walczuk

65. Badania nad umacnianiem szkieletu wolframowego i1 poprawa jego wlasnosci
kapilarnych w procesie spiekania aktywowanego wypraski W-WO3. (s)
K. Frydman, D. Wojcik-Grzybek, K. Kaliszuk-Stankowiak, K. Bziawa,
Z. Bucholc, W.Bedynska

66. Badania podstawowe mechanizmu erozji lukowej i wlasciwosci fizycznych kom-
pozytowych materiatéw stykowych wolfram-srebro przeznaczonych do niskona-
pieciowych wylacznikéw. (gt)

E. Walczuk

67. Badania wplywu parametréw procesu wytwarzania na wlasciwosci elektryczne

stykow z kompozytu Ag-SnO, otrzymywanych metoda gazoimpulsowa. (gt)
D. Wjcik-Grzybek

68. Badanie mechanizmu wzmocnienia zlaczy ceramika-metal poprzez plastyczna
fazg przejSciowa. (g)

W. Olesinska, K. Pietrzak, A. Bien

69. Badanie metoda spektroskopii mossbauerowskiej struktury i whasnoSci magne-
tycznych amorficznych i nanokrystalicznych stopow FeNiZrBCu oraz
FeNbB(Cu). (s)

A. Grabias, M. Kopcewicz
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70

71.

72

73.

74.

75,

76.

97

78.

79,

80.

. Badanie mieszania jonowego w wielowarstwowych nanostrukturach Fe/Ti. (s)
M. Kopcewicz, A. Grabias

Badanie odpornosci na pgkanie oraz wytrzymatosci tworzyw ceramicznych w
podwyzszonych temperaturach. (s)
Z. Librant, M. Boniecki, H. Tomaszewski

Badanie stref przemiany fazowej i rozkladu napre¢zen wewnetrznych w cerami-
ce zawierajacej dwutlenek cyrkonu metodami spektroskopowymi. (gt)
H. Tomaszewski

Badanie wlasnoS$ci warstw amorficznych wytworzonych na powierzchni metali.
(8)
J. Jagielski, M. Kopcewicz, G. Gawlik, A. Turos, W. Rosifski, J. Baszkiewicz,
Z. Rymuza, Z. Kusznierewicz, A. Piatkowska, A. Zagojski

Badanie zjawisk deformacji i nadplastycznos$ci w tworzywach ceramicznych w
podwyzszonych temperaturach przy roznych rodzajach obcigzenia. (gt)
M. Boniecki

Kompleksowe badania naukowe wplywu procesow nowej metody otrzymywania
kompozytowych materialéw srebro-dwutlenek cyny na wiasnosci taczeniowe sty-
kéw elektrycznych. (gt)

K. Bziawa

Metoda oceny iloSciowej wlasnosci mechanicznych i trwatosci tworzyw ceramicz-
nych przez dynamiczne pomiary propagacji wymuszonych pegknigc. (g)
Z. Librant, M. Boniecki, M. Daszkiewicz, A. Gladki

Modyfikacja mikrostruktury BaZrO, przez wprowadzanie ziaren submikrono-
wych i kontrolowany rozrost ziaren. (s)
H. Weglarz, H. Tomaszewski

Modyfikacje mikrostruktury cienkowarstwowych uktadow ceramika-metal pod
wplywem oddzialywania wiazek jonowych. (gt)
A. Turos, M. Kopcewicz, J. Jagielski

Okreslenie wlasciwosci 1 mechanizmu niszczenia w warunkach "frettingu"” styko-
wych powlok wielowarstwowych do ztaczy elektronicznych, alternatywnych dla
powlok ztotych. (g)
A. Wehr, E. Najdeker, R. Batijewski, D. Wojcik-Grzybek, E. Walczuk,
M.Pawlowska, D. Boczkowski, K. Holi

Opracowanie i uruchomienie produkcji prézniowych komor gaszeniowych PKG
1,5/160, PKG 1,5/500 i PKG 6,0/400 z krajowymi naktadkami stykowymi. (ct)
K. Frydman
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

54
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Opracowanie kompozytowych materialéw stykowych nowej generacji przezna-
czonych na styki wylacznik6w matoolejowych i wylacznikéw z atmosfera SF6.
Wdrozenie. (ct)

K. Kaliszuk-Stankowiak

Opracowanie metody naktadania blyszczacych powlok chromowych z kapieli
chromu tréjwartosciowego. (s)
E. Najdeker, S. Cendrowski, R. Batijewski, T. Glodek
Opracowanie podstaw technologii spajania kompozytéw ceramiczno-metalo-
wych. (gt)
K. Pietrzak
Opracowanie technologii spajania ceramiki azotkowej Si,N, ze stopem FeNi42. (s)
W. Olesinska, W. Wiosinski

Opracowanie tworzyw ceramicznych z uktadu AlLO,-SiC i Al,0,-ZrO,-SiC o
podwyzszonych wlasnosciach mechanicznych. (s)
H. Tomaszewski, M. Boniecki, H. Weglarz

Prace wstgpne nad doborem sktadéw stopéw do spajania aluminium w obnizo

nych temperaturach. (s)
W. Bucholc, K. Kaliszuk-Stankowiak, K. Bziawa, D. W¢jcik-Grzybek,

K. Frydman

Struktura i wlasno$ci magnetyczne nanokrystalicznych stopéw na bazie zelaza.

(gt)

M. Kopcewicz

Spiekanie szkieletéw o duzej porowatosci. (gt)
K. Kaliszuk-Stankowiak

Uruchomienie produkcji materialu kompozytowego W-Cu przeznaczonego na
elektrody do drazenia elektroerozyjnego w weglikach spiekanych. (c)
D. Wojcik-Grzybek, K. Kaliszuk-Stankowiak, K. Frydman, W. Bucholc

Uruchomienie produkcji obudéw do diod i tyrystoréw mocy z wykorzystaniem
technologii bezposredniego spajania ceramiki z metalem lutem aktywnym
AgCuTi. (¢)

W. Olesinska, A. Bien, J. Gosk, J. Klodzinski, A. Lukowski

Wplyw zawartosci tlenu czastkowego w atmosferach ochronnych na wiasciwo-

$ci mechaniczne ztaczy ceramika-metal. (s)
D. Kalinski, W. Wiosinski, W. Olesifiska



Kronika ITME

PASTY I LAKIERY DLA ELEKTRONIKI I ICH ZASTOSOWANIA

92.

93.

94.

95.

96.

97

Badanie zjawisk fizyko-chemicznych i mikrostruktury w grubowarstwowych
kompozytach rezystywnych na osnowie tlenkéw molibdenu. (gt)
M. Jakubowska

Lampy elektroluminescencyjne. (s)
S. Achmatowicz, M. Jakubowska, A. Marczak, E. Gomulak, M. Lipka,
A. Mtozniak, U. Socha, B. Szczytko, E. Zwierkowska

Modernizacja ocieplacza w promiennikach UV pracujacych w powietrzu. (ct)
S. Achmatowicz

Nowa generacja past Pd/Ag na elementy grzejne w sprzgcie powszechnego uzyt-
ku. (s)
A. Marczak, S. Achmatowicz, M. Jakubowska, E. Gomulak, M. Lipka,
A. Mtozniak, U. Socha, B. Szczytko, E. Zwierkowska

Otrzymywanie metoda chemiczng i elektrochemiczng przewodzacych warstw
polimerowych do zatosowan w elektronice i ochronie przed korozja. (s)
R. Batijewski, L. Lipifiska, E. Najdeker, G. Adamkiewicz, A. Marcjaniuk,
Z.Wolosiak

Swiattoczute pasty polimerowe. (gt)
E. Zwierkowska

SZKYA DO ZASTOSOWAN OPTYCZNYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH,
SWIATLOWODY I ICH ZASTOSOWANIA

98.

99.

Badania fizykochemiczne wlasnosci materialow szklistych i polikrystalicznych
1 opracowanie technologii formowania z nich wiékien §wiattowodowych do
transmisji promieniowania z zakresu Sredniej podczerwieni. (g)

L. Kociszewski, R. Stepien, D. Pysz

Badania nad optymalizacjg kontrastu i zdolnosci rozdzielczej zintegrowanych
Swiattowodowych struktur obrazowodowych. (gt)
D. Pysz

100. Badania nad synteza szkiet do wytwarzania wielowtdknowych pretoéw $wiatto-

wodowych o strukturze zintegrowane;j. (g)
R. Stepien, L. Kociszewski, D. Pysz, E. Ponifiska, J. Duszkiewicz,
I. Michalska, W. Sobkowicz
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

56
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Badania wptywu pokry¢ polimerowych na wlasnosci transmisyjne widkien Swia-
ttowodowych. (s)
E. Poninska, L. Kociszewski, D. Pysz

Badanie szkiet fluoro-cyrkonowych z uktadu ZrF,-BaF -LaF,-AlF,-NaF doto-
wanych jonami ziem rzadkich. (s)
W. Sokotowska, A. Kara$, D. Dabrowska

Badanie szkiet fosforanowych. (s)
D. Dabrowska, A. Karas, W. Sokotowska

Badanie wytrzymatosci szkiet na termiczne oddzialywanie promieniowania la-
sera CO, duzej mocy. (s)
L. Kociszewski, R. Stepief, E. Ponifiska, J. Duszkiewicz, D. Pysz

Diody laserowe duzej mocy i lasery z cialem stalym pompowane diodami lase-
rowymi. Opracowanie technologii wytwarzania materiatéw i podzespotow oraz
konstrukcji urzadzen laserowych. Zad.2.3. Opracowanie technologii i charak-
teryzacja widkien $wiattowodowych domieszkowanych Nd i Er. (zt)

R. Stepien

Opracowanie syntezy i laboratoryjnego sposobu wytapiania erbowo-iterbowych

szkiel fosforanowych na lasery "bezpieczne dla wzroku" (1,53+1,5 5 um). (s)
R. Stepieni, K. Jedrzejewski, E. Ponifiska, D. Pysz, J. Duszkiewicz,
A. Lechna, W. Sobkowicz, K. Harasny

Opracowanie syntezy szkiet fluorkowych na ptaszcze swiattowodowe. (s)
K. Jedrzejewski, R. Stgpien, W. Sobkowicz, K. Harasny, Z. Kuczerenko,
W. Tywonek

Optymalizacja metody wytwarzania stozkowych widékien optycznych ze wzgle-
du na jej efektywnos$¢ i wlasnosci transmisyjne wiokien. (s)
D. Pysz

INNE

Badania rozpoznawcze na rzecz nowych projektéw badawczych. (wt)
Z. Luczynski

Badania zwigzane z uczestnictwem Laboratorium Charakteryzacji Materiatow
Wysokiej Czystosci ITME w badaniach mig¢dzylaboratoryjnych. (wt)
W. Sokotowska

Likwidacja ucigzliwych odpadéw organicznych metoda utleniania chemiczne-
go w fazie cieklej. (s)
S. Cendrowski, E. Najdeker, R. Batijewski, Z. Wilifiski, L. Lipinska,
J. Bukowski



Kronika ITME

112. Neutralizacja toksycznych gazéw i Sciekéw powstajacych przy produkcji mate-
riatéw elektronicznych z zastosowaniem stracania frakcyjnego i absorpcji z
reakcja chemiczng. (ct)

E. Najdeker

113. Ochrona $rodowiska ITME (neutralizacja odpadéw przez firmy zewn¢trzne,
naprawa skruberow itp. prace). (w)
W. Sokotowska

114. Plany jakosci w zakladach technologicznych jako fragment systemu jakoSci
ITME. (s)

W. Sokotowska, A. Cirmirakis, E. Abgarowicz, W. Ortowski
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PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
(PTWK) IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO
W DNIU 29 PAZDZIERNIKA 1998 R.

II Zebranie Zarzadu Glownego PTWK miato miejsce w Instytucie Technologii
Materiatéow Elektronicznych w Warszawie. Obrady trwaty od godz. 11:15 do 14:50.

Na zebraniu obecni byli:

prof. dr hab. Keshra Sangwal, prezes

prof. dr hab. Marian Herman, eks-prezes

prof. Tadeusz Lukasiewicz, sekretarz

dr Wiestaw Polak, sekretarz techniczny

mgr Dorota Pawlak, skarbnik

prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski, przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur Krysta-
licznych.

1. Powitanie uczestnikow Zebrania przez prof. K. Sangwala.

2. Krotkie wystapienie Dyrektora ITME, dr. Z.Luczynskiego. Po powitaniu zebra-
nych, reagujac na liczne zapytania zglaszane do niego tuz przed zebraniem, poinfor-
mowal krotko o decyzji KERM i Rzadu o finansowaniu projektu strategicznego badan
zwiazku GaN i podobnych. Wsrdéd wykonawcow projektu jest tez ITME. Rzad zdecy-
dowat si¢ wylozy¢ na ten cel tacznie 20 min zlotych w ciagu 4 lat. W relacji Dyrekto-
ra, premier L. Balcerowicz powiedziat tez, ze "w chudym budzecie powinny znalez¢
si¢ pieniadze na rozwdj". Dyrektor Luczynski zakonczyt tg relacje stwierdzeniem, ze
od 2 tygodni mowi si¢ o badaniach naukowych jak o czyms, co warto rozwijac.

3. Zgodnie z propozycja prof. M. Hermana przesunigto jego sprawozdanie z "In-
ternational Conference on Solid State Crystals" w Zakopanem na poczatek Zebrania,
by mogl uczestniczy¢ w nim Dyrektor ITME - dr Z. Luczynski. Prof. M. Herman
poinformowal, ze Migdzynarodowy Komitet Organizacyjny Konferencji w Zakopa-
nem zadecydowat o kontynuowaniu tych konferencji w cyklu dwuletnim. Jesli PTWK
utrzyma trzyletni cykl konferencji PTWK, oznaczaloby to, ze moga pojawiac si¢ dwie
konferencje ogodlnopolskie o zblizonej tematyce w roku. W tej sytuacji skierowat
swoje pytanie do dyr. Z. Luczynskiego, czy ITME chciatby wesprze¢ organizacyjnie
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prof. A. Pajaczkowska w organizacji VI Konferencji PTWK w Warszawie. Dyrektor
poinformowal, ze jego kadencja konczy si¢ za 2 miesiace i nalezy bra¢ pod uwage, ze
moze nie by¢ wybrany, cho¢ bedzie kandydowal, jego opinia o pomocy ITME w
organizacji tej konferencji jest pozytywna.

W goracej 1 diugiej dyskusji nad mozliwoscia polaczenia konferencji w Zakopa-
nem i konferencji PTWK udziat wzigli: prof. M. Oszwatdowski, prof. K. Sangwal i
prof. M. Herman. Wszyscy rozméwcy byli zwolennikami takiego polaczenia, dostrze-
gli jednak powazne trudnosci przyjecia dwuletniego cyklu, m.in. zerwanie korelacji
Konferencji PTWK (Polish Conference on Crystal Growth) i International Conference
on Crystal Growth, a w efekcie wystapienie réznic z Migdzynarodowa Organizacja
Wzrostu Krysztatdéw. Dwuletni cykl Zebran Walnych PTWK nie jest zapisany w Sta-
tucie PTWK, co prowadziloby do dwuletniej kadencji Zarzadu, a przez to do jego
ostabienia. Na wniosek prof. M. Oszwaldowskiego, decyzj¢ w tej sprawie odtozono
do nastgpnego Zebrania Zarzadu.

4. Uczestnicy Zebrania zgodzili si¢ z propozycja prezesa, by wprowadzi¢ rozroz-
nienie w nazwie stanowisk dwoch sekretarzy PTWK. Prof. K. Sangwal zaproponowat
okreslenie "sekretarz przy prezesie" dla jednego z nich, prof. M.Herman "sekretarz
techniczny" 1 "sekretarz naukowy". Ostatecznie zgodzono si¢ nazywac te stanowiska
jako "sekretarz techniczny" i "sekretarz".

5. Dokonano podzialu obowiazkow. Sekretarz techniczny ma uruchomic i uaktual-
nia¢ strong WWW oraz wspiera¢ prezesa w sprawach technicznych. Sekretarz uaktu-
alnia spis cztonkow, archiwizuje dokumentacj¢ dotyczaca PTWK, troszczy si¢ o wy-
dawanie Biuletynow PTWK. Ponadto, sekretarz razem ze skarbnikiem dbaja o sprawy
finansowe Towarzystwa, w tym utworzenie konta bankowego. W ich gestii s3 tez
sprawy sadowe.

6. Prof. K. Sangwal zaproponowal Zarzadowi, by utrzymac¢ nazwe angielska To-
warzystwa jako "Polish Society for Crystal Growth". Wyrazit rowniez swoja opinig,
ze nazwisko J. Czochralskiego powinno by¢ uzywane tylko w polskiej nazwie Towa-
rzystwa. Prof. M. Herman zaproponowat usunigcie "prof." sprzed nazwiska Czochral-
skiego w polskiej nazwie Towarzystwa. Wedlug jego rozeznania, pozostawienie tego
tytutu moze budzi¢ niechg¢, a nawet sprzeciw w niektorych srodowiskach. Dyskusja
dotyczyta mozliwosci wprowadzenia do nazwy angielskiej nazwiska Jana Czochral-
skiego oraz zastapienia "for" wyrazem "on". Ostatecznie, Zarzad zadecydowal przed-
tozy¢ jako swdj wniosek na najblizsze Zebranie Walne o usunigcie "prof." z polskiej
nazwy Towarzystwa, a przez glosowanie (6 za), by nazwa angielska brzmiata "Polish
Society for Crystal Growth".

7. W ramach informacji finansowej z organizacji Konferencji PCCG-V, prof. K.San-
gwal powiedzial, ze z 2000 z} przekazanych organizatorom na cele konferencji z konta
PTWK pozostalo 33 zt 54 gr. Pieniadze te bgda zwrdcone na konto PTWK. Na
pytanie o catkowity koszt Konferencji nie byl w stanie w tym momencie odpowie-
dziec.
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8. Informujac o druku materiatléw konferencyjnych K. Sangwal powiedziat, ze
otrzymatl 43 manuskrypty, z czego 32 prace zostaly przyjgte 1 ukaza si¢ w Crystal
Research and Technology. Prof. M. Herman skomentowal, ze trzeba robi¢ wszystko,
by dawaé w przysziosci takie materialy do tego czasopisma.

9. O dziatalnosci Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych wypowiedziat sig jej prze-
wodniczacy prof. M. Oszwaldowski. Sekcja jest na etapie powstawania i jest problem
z ustaleniem jej sktadu. Po rozmowach i ustaleniach w Zakopanem miat zamiar zorga-
nizowa¢ na terenie Poznania grupke ludzi, ktérzy pomogliby mu w tej pracy. Aktual-
nie jest zaskoczony decyzjami niektérych z jego rozmoéwcoéw. Tu ponownie zostat
podjgty problem wspdtorganizacji konferencji w Zakopanem przez PTWK. Prof. M.
Herman zaproponowat, by doprowadzi¢ do spotkania $cistego grona organizatorow
konferencji, przewodniczacych sekcji oraz prezesa PTWK i podjgcia decyzji w tej
sprawie.

10. W zwiazku z utrzymywang na niezmienionym od kilku lat poziomie sktadka
czlonkowska, prof. M. Herman zaproponowat, by podnies¢ ja do wysokosci 25 zt za
rok. Po krotkiej dyskusji, wniosek w glosowaniu poparto 5 osob, a jedna wstrzymata
si¢. W tym momencie skarbnik mgr D. Pawlak przekazata wszystkim zebranym wy-
drukowane spisy cztonkow PTWK wraz z ich adresami pocztowymi i elektronicznymi
oraz uaktualnione zestawienie wptat skladek wszystkich czionkéw za poszczegdlne
lata.

11. Jak poinformowal dr W. Polak, tworzenie strony WWW dla PTWK jest na
etapie projektowania jej strony graficznej i zakresu tematycznego. Zaprezentowal ze-
branym szkic ogdlnego wygladu i tematy w niej poruszane: cel, zarzad, sekcje, czton-
kowie, nowosci i historia. Strona WWW ma powsta¢ w wersji angielskiej, a jej tres¢
ma by¢ tak dobrana, by byta pozyteczna zaréwno dla cztonkow PTWK, Zarzadu oraz
dla odbiorcy z zewnatrz. Dr W. Polak podkreslit potrzebe podania w punkcie "cel"
nazw zaprzyjaznionych Towarzystw do ewentualnie istniejacych, ich stron WWW.
Omawianie dalszych punktéw przejat prof. K. Sangwal. Na stronie WWW powinny
m.in. znalez¢ si¢ zdjecia czlonkoéw Zarzadu i kierownictwa sekcji, adresy pocztowe i
email wszystkich czlonkow, zainteresowania naukowe, spis publikacji czlonkow za
ostatni rok w czasopismach posiadajacych "Impact Factor", w nowosciach informacje
o konferencjach, wazniejszych dokonaniach naukowych oraz ofertach praktyk, histo-
ria PTWK.

W dyskusji prof. M. Oszwatdowski zaproponowat, by informacje o konferencjach
byly zebrane w odrgbnym oknie oraz by posiadaly odsylacze do ich wiasnej strony
WWW. Prof. M. Herman zaproponowal wstrzymanie si¢ z praca nad zebraniem naj-
nowszych publikacji czlonkéw oraz mocno podkreslit koniecznos¢ opracowania wer-
sji polskojgzycznej strony WWW. Dr W. Polak dodat, ze warto wyeksponowa¢ infor-
macj¢ o kilku najnowszych i najwazniejszych dokonaniach w Polsce cztonkéw Towa-
rzystwa, najlepiej z ich fotografiami, by strona byla atrakcyjna dla odbiorcow spoza
Towarzystwa. Prof. M. Herman zaproponowat w tym celu utworzenie okienka Crystal
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Growth in Poland, w ktérym miejsce miatby tez np. ITME. Prof. M. Oszwatdowski
wyrazit opinig, ze lepsze jest sformulowanie "Latest Achievements".

12. Skarbnik mgr D. Pawlak poinformowata, ze pieniadze PTWK sa przechowy-
wane na koncie ITME wobec niemozliwosci utworzenia subkonta PTWK przy ITME.
Inne rozwiazanie, tzn. wlasne konto, jest nieoptacalne. Zarzad uznatl stan obecny na
niewygodny i zalecil poszukanie innego, tanszego banku.

13. Na wniosek prezesa, zadecydowano o obnizeniu opfat dla cztonkow PTWK za
konferencje organizowane przez PTWK.

14. W ramach wolnych wnioskow mgr D. Pawlak zglosita potrzebe ujednolicenia
lub ustalenia terminologii stosowanej w dziedzinie wzrostu krysztatow. Taka role mo-
glaby spetnia¢ Komisja ds. Nazewnictwa. Zarzad postanowil zaja¢ si¢ tym na najbliz-
szym Zebraniu.

15. Przyjgto protokot z poprzedniego Zebrania Zarzadu w maju br.

16. Zdecydowano o przyjgciu nowych cztonkow PTWK. Prezes ztozyl podpis na
kazdym zgloszeniu.

17. Prof. K. Sangwal zakonczyt Zebranie.

Protokotowal Wiestaw Polak
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K

PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU GLOWNEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

(PTWK) IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO
W DNIU 10 MAJA 1999 R.

10 maja 1999 r. odbyto si¢ w Instytucie Fizyki Politechniki Lubelskiej zebranie

Zarzadu Glownego PTWK. Na zebraniu obecni byli:

prof. dr hab. Keshra Sangwal, prezes

prof. dr hab. Anna Pajaczkowska, prezes-elekt

prof. dr hab. Marian Herman, eks-prezes

prof. dr hab. inz.Tadeusz Lukasiewicz, sekretarz

dr Wiestaw Polak, sekretarz techniczny

dr Dorota Pawlak, skarbnik

prof. dr hab. Wiadystaw Piekarczyk, przewodniczacy Sekcji Krysztalow Objgto-

$ciowych

prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski, przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur Krysta-

licznych

dr Stanistaw Klosowicz, przewodniczacy Sekcji Molekularnych i Ciektych Krysz-

tatow.

1.
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Zebranie otworzyt prof. K. Sangwal i przekazat glos prof. dr. hab. Edwardowi
Spiewli, Dyrektorowi Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej ktory powitat uczest-
nikow obrad.

Porzadek obrad zostal przyjgty jednoglosnie.

Prof. M. Herman nawiazat do planow potaczenia konferencji w Zakopanem orga-
nizowanej m.in. przez WAT co dwa lata i Polskiej Konferencji Wzrostu Kryszta-
téw, odbywajacej sig co trzy lata. W rozmowie z nim, jeden z organizatorow
konferencji w Zakopanem, prof. A. Rogalski wyrazit zdziwienie, Ze nikt z nim w
tej sprawie nie rozmawial. Prof. A. Pajaczkowska o$wiadczyla, ze dzwonita do
prof. A. Rogalskiego.

Dodatkowo, prof. A. Pajaczkowska poinformowata, ze grupa japonskich naukow-
cow, z ktorymi spotkata si¢ na konferencji w Berlinie wyrazita che¢ zwiedzenia
ITME i Instytutu Fizyki PAN. Prof. Fukuda byt zainteresowany postacia Czochral-
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skiego 1 jego miejscowoscia rodzinng - Kcynia. By¢ moze dojdzie do polsko-
Japonskiego spotkania poswieconego: wizycie w Kcyni, Zakopanem i Krakowie
oraz prezentacji wynikow naukowych obu instytutow.

W

Jednogtosnie przyjgto protokodt z poprzednich obrad Zarzadu Glownego PTWK.
Prof. K. Sangwal poinformowal, ze Materialy Konferencyjne PCCG-V ukaza sie

w "Crystal Research and Technology". Prof. M. Herman zapytat czy uczestnicy
otrzymaja tylko reprint swojego artykutu czy caly zeszyt, ale nie uzyskat odpowie-

dzi.

5. Dyskusja nad funkcjonowaniem PTWK rozpoczgta si¢ od informacji Przewodni-
czacych o dzialalnosci poszczegdlnych Sekcji.

Dr St. Klosowicz poinformowat, ze 13 wrzesnia b.r. odbedzie si¢ Konferencja
Cieklych Krysztalow. Prof. W. Piekarczyk wyrazil opinig, ze na konferencji
powinna by¢ prezentowana tematyka analizy krysztalow, ich skladu, a nie
tylko wzrostu. Uwaza, ze jednodniowy wyjazd (na Seminarium/Sympozjum
Sekcji) nie jest korzystny finansowo dla wielu uczestnikow. Proponowat przy-
gotowanie opracowania, gdzie i1 jaka aparatura jest dostgpna w Polsce oraz
warunki korzystania z niej. Nastgpnie autor takiego opracowania winien wy-
glosi¢ wyktad. Prof. A. Pajaczkowska zaproponowata narzucenie w ramach
Sekcji tematow, przez co uniknie si¢ rozproszenia zagadnien. Prof. M. Oszwal-
dowski proponowatl specjalistyczny referat plenarny, dr S. Klosowicz szkole-
niowy referat, ktory jest potrzebny szczegdélnie mtodym. Dr D. Pawlak byta
zdania, ze spotkanie powinno mie¢ formg warsztatow, potaczenie ich z konfe-
rencja moze by¢ niekorzystne.

Po raz drugi pojawit si¢ temat potaczenia konferencji w Zakopanem organizowa-
nej przez WAT i PTWK. Prof. M. Herman przypomnial Prezesowi, ze jest to ciagle
sprawa nie zatatwiona. Prof. W. Piekarczyk jest zdania, ze nalezy rozmawia¢ z WAT, a
Prof. A. Pajaczkowska, ze trzeba przedstawi¢ w tych rozmowach alternatywe.

Ponadto, prof. A. Pajaczkowska zauwazyla, ze w Polsce nie prowadzi si¢ badan
krysztalow organicznych. Prof. W. Piekarczyk zaproponowal, by Prof. A. Pajaczkow-
ska opracowala katalog krysztalow, jakie i gdzie wytwarzane sa w Polsce - wowczas
bytoby wiadomo czy kto$§ pracuje nad krysztatami organicznymi.

Sa.

5b.

Sc.

Prof. Oszwaldowski chcialby sporzadzi¢ list¢ cztonkow Sekcji, napisze tez jej
histori¢. Cztonkowie Sekcji, ktora reprezentuje, wezma udzial w rozmowach
WAT - PTWK. Na razie nie myslat o organizowaniu Sympozjum.

Prof. K. Sangwal poinformowat o problemach zwiazanych z rejestracja PTWK
w Warszawie, pierwotnie zarejestrowanego w Krakowie. Wynikly problemy z
uzyskaniem dokumentéw z Sadu w Krakowie. Prof. M. Herman zauwazyl, ze
trzeba do Sadu wysta¢ odpowiednie pismo lub tam osobiscie pojechaé .

Przy informacji o sktadkach cztonkowskich, dr D. Pawlak poinformowala, ze
pieniadze PTWK znajduja si¢ na koncie ITME. Dodatkowo, na konto PCCG-
V wplyngto juz po konferencji 233 zt., a 300 zI. zostatlo przekazanych jako
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darowizna. Wysylanie informacji o zalegtych sktadkach, przy akceptacji zgro-
madzonych, prof. K. Sangwal zdecydowat odlozy¢ na okres po rejestracji w
Warszawie.

W ramach innych wnioskow prof. M. Herman przedstawit propozycjg, czy
powota¢ archiwist¢ do zorganizowania i opieki nad archiwum PTWK? Po
uwadze prof. T. Lukasiewicza, ze nie jest to duze archiwum, przeglosowano
wniosek o utworzeniu archiwum 1 powierzeniu go Sekretarzowi PTWK.

Dr W. Polak przedstawit niektore problemy zwiazane z funkcjonowaniem stro-
ny WWW PTWK. Wersja polska strony WWW powstanie po ustaleniu wersji
angielskiej. Glownym problemem jest uaktualnienie spisu czlonkow 1 zapet-
nienie stron poszczegdlnych Sekcji. Poinformowat tez, ze na polskiej stronie
WWW ukaza si¢ wkrotce dwa artykuty o Janie Czochralskim - przedruk z
"Magazynu Gazety Wyborczej" i z biuletynu Amerykanskiego Stowarzyszenia
Wzrostu Krysztatow. PTWK uzyskato juz zgod¢ wydawcow na taka prezenta-
cj¢ ich artykutow. Prof. W. Piekarczyk zaproponowat, by na liscie cztonkow
podaé przynalezno$¢ do Sekcji, a informacje o dziatalnosci instytucji produku-
jacych krysztaty poda¢ takze na stronie WWW.

6. a) Prof. T. Lukasiewicz poinformowal, ze wkrotce ukaza si¢ kolejne Biuletyny

b)

PTWK.

Dr W. Polak zaapelowat tez o korzystanie z mozliwos$ci umieszczania na
stronie WWW i zawiadamiania go o organizowanych konferencjach oraz po
dawanie adresow stowarzyszen pokrewnych.

7. Prof. K. Sangwal zakonczyl obrady.
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.‘ Instytut Technologii

I-VE Materiatow Elektronicznych
B NZ2Em ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

sekretarz naukowy: OINTE:

tel. 8354416 tel.: (4822) 8353041-9 w. 129, 425
fax: (4822) 8349003 e-mail: ointe@sp.itme edu.pl
e-mail: jelens_a@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl/ds3/

Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych wydaje trzy czasopisma naukowe,
ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego, a w
szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich obrobki, mier-
nictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki:

@ Materiaty Elektroniczne — zawierajace artykuty problemowe, teksty wystapien praco-
wnikow ITME na konferencjach, Biuletyn PTWK

® Prace ITME - zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne pracowni-
kow ITME

® Nexus Research News — od 1998 r. (poprzednio MST News Poland) w jgzyku angiel-
skim, zawierajacy artykuly dotyczace polskich/europejskich osiagnie¢ w zakresie
mikrosystemow rozumianych jako zespot czujnikow przetwarzajacych wielkoSci mie-
rzone na sygnat elektryczny, uktadow obrdbki tego sygnatu oraz wskaznikow lub ele-
mentow wykonawczych (actuators). Czasopismo jest sponsorowane przez Program

Europejski NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Microsystems).

@@ Katalogi i karty katalogowe technologii, materiatow, wyrobow i ustug

Informacje mozna uzyskaé: tel. 8349730; fax: 8349003, komertel/fax 39120764,
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl
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BV INSTYTUT TECHNOLOGII
I- mm MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
BYd

BN ul. Wolczyriska 133, 01-919 Warszawa

tel /fax-dyrektor: (4822) 8359003 tel.: (4822) 8353041-9
~ e-mail: itme@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl

Giowne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatow Elektronicz-
nych - prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczacych
technologii otrzymywania i efektywnego wykorzystania materialow elektronicz-
nych.

Dzialania te dotycza nastepujacych materialow i zastosowania ich w podzes-
pofach: materialy i zwigzki poiprzewodnikowe (Si, GaAs, GaP, InAs, InP); epi-
taksjalne warstwy pofprzewodnikowe (Si, GaAs, GaP, InP, GaAsP, InGaAs, InGaAsP,
InGaAlP, GaAlAs, InAlAs); materialy laserowe (YAP, YAG: Nd, Er, Pr, Ho, Tm, Cr);
epitaksjalne warstwy YAG; materialy elektrooptyczne i plezoelektryczne (kwarc,
LiNbO3, LiTa03, LipB40 ) materiaty optoelektroniczne i nieliniowe (CaFy, BaF
boran iaru B %) matenaiy podfozowe pod wysokotemperaturowe warstwy nas
przewodzace (SrLaGaO SrLaAl04, CaNdAIO4, NdGa03); materialy i ksztattki ce-
| ramiczne (Alp03, Y Zr0 813114) szkla o zadanyc charakterystykach spek-

tra|nvch i aklywne \aoina Svnatiowodowe i obrazowody; kompozvly metalowo-ce-
ramiczne; ziacza zaawansowanych materiatow ceramicznych (SigNg, AIN) i kom-
pozytow z metalami; kompozyty metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag,
Sh); pasty do ukiadow hybrydowych; diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT;
lasery, fotodetektory; filtry i rezonatory z akustyczng falg powierzchniowa; maski
chromowe do fotolitografii.

Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotolitogra-
fia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrobka termiczna oraz cha-
rakteryzacja materialow (spekirometria mas i Mossbauera, FTIR, EPR, ICP, RBS,
spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakcja rentge-
nowska, fotoluminescencija, DLTS, PITS, mikroskopia optyczna i elekironowa; cha-
rakteryzacja podzespotow elektronicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm
romieniowania i szumow).
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